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В настоящее время, светодиоды инфракрасного диапазона длин 
волн (СД ИК-диапазона) широко используются в качестве основы для 
различных устройств микроэлектроники, которые работают в условиях 
космического пространства, в верхних слоях атмосферы и на ядерных 
энергетических объектах. Жесткие условия эксплуатации СД требуют 
знаний об их радиационной стойкости и надежности с учетом комби-
нированного действия повреждающих факторов. Анализ имеющихся 
данных показал, что подобные сведения в литературе практически от-
сутствуют [1—3]. Для решения задачи исследования комбинированного 
и комплексного действия ионизирующего излучения и эксплуатационных 
факторов необходимо сопоставить действие этих факторов на критери-
альные параметры СД как совместно, так и в отдельности.
Целью работы является сопоставление закономерностей измене-
ния мощности излучения СД ИК-диапазона на основе двойных гетеро-
структур AlGaAs при воздействии ионизирующего излучения и при воз-
действии факторов длительной эксплуатации.
Облучение проводили гамма-квантами кобальт-60 без наложения 
внешних электрических полей. Условия длительной эксплуатации моде-
лировали ступенчатыми испытаниями.
Установлены соотношения между дозой облучения и номером сту-
пени для первой и второй стадий снижения мощности излучения СД. 
Обсуждается вопрос возможности оценки показателей надежности СД 
по результатам исследований их радиационной стойкости.
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